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‘“ FUONDALENTO DEL INVENTO

Un tipo comdn de construcbidn para alaabres o
cables eléctricos disefiados para aplicaciones de medio s
alto voltaje, por ejeumplo aproximadameﬁte 15 a 69 KV, as{
como otras clases de servicio eléctrico, comprende conm-
binaciones de una o wds capas aislantes y capas semicon-
ductoras. En una estructura de cable tipica, por ejemplo,
el conductor metalico puede estar provisto de un aisle~
miento polimero orgénico tal como un polfmero reticulado
que comprende etileno y un cuerpo suprayacente de material
semiconductor que comprende un material polimero orgéni-
co que se ha hecho electroconductor por la inclusidn en
é1l de agentes o cargas que imparten conductividad sléctri-
ca tales cowo negro de humo. Aunque estas construcciones
de cdbles pueden variar en ciertos elementos, y a menudo
incluyen componentes internedios dispuestos entre el con-
ductor metdlico y el cuerpo primario del aislamiento die-
léctrico; tal como una capa dé cinta de separacidn y/o
capa interna de material semiconductor, o sl conjunto de
cable global esté encerrado dentro de una envoltura de re-
cubrimiento, todas estas construcciones de cables inclu-
yen convencionalmente al menos un cuerpo ds aislamiento
dieléctrico primario que rodea al conductor y un cuerpo su-

prayacente de material seamiconductor en contacio fisico
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con el aislamiento. Sin embargo, esta disposicidn de una
capa de aislamiento con una capa superpuesta de material
semiconductor sobre ellas lleva consigo ciertos obstécu-
los.,

Por ejemplo, para evitar la existencia de ioni-
zacién o formacidén de corona que results de los huecos o
bolsas internos dentro de la construccidn del cable y rotu-
ra Yltima consiguiente del aislamiento, es necesarioc elimi-
nar la presencia o posible existencia de cualquier espacio
0 hueco libre en el interior o que resulte de la superfi-
cie de contacto entre las superficies contiguas del cuerpo
del aislamiento y el cuerpo del material sewmiconductor.
Las patentes de EE,UU, n? 3.541.228 y 3.677.849 tratan de
egte problema de espacios huecos intermedios en la superfi-
cie de contacto del materigl de aislamiento y el semicon-
ductor por aplicacién de un tratamiento térmico al produc-
$0 reunido para inducir una contraccidn de los materiales
semiconductores de modo estanco alrededor del aislamiento.
La patente de EE.UU, n¢ 3.259.688 propone una solucidn di-
ferente a este problema, comprendiendo una construccién dis-
tinta y un tratamiento de irradiacidn.

Ademds, la capa de aiglamiento y la capa semicon-
ductora suprayacents para cablé eléctrico puede formarse
concurrentemente alrededor del slambre o el conductor meté-

lico por medio de un procedimiento extrusién simulténeo y
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continuo con un extrusor, tal como se muestra en la pa-
tente de EE,UU. n? 3.646.248, o estas capas pueden for-
marse una después de la ofra empleando extrusores en cas-
cada, tal como se muestra en la patente de EE.UU. no
3.569.610 y ambas capas se curan después al mismoc tiempo
en una sola cperacidn y se unen para hacer winimas las eta-
pas de fabricacidén y los aparatos. Sin embargo, el curado
simulténeo de ambas capas o incluso el curado de solamente
una capa sola mientras esta en una disposicidén contigua a
la otra capa, puede dar como resultado la formacién apa-
rente de enlaces de reticulacidn gue se unen por la super-
ficie de contacto entre las superficies contiguas de cada
una de las fases como se observd en las patentes de EE,UU,
ne 3.569,610 y 3.792,192, Esta existencia de tales enlaces
de reticulacidn que unen la superficie de contacto entre
las superficies de las fases pueden hacer wuy diffcil su
separacidn subsiguiente, tal como durante la separacién
de una parte del cuerpo de material semiconductor desde
alrededor del aislam.ento por desprendimiento con el fin
de formar empalmes o conexiones terminales, '

la separacién de estas capas requiere a wmenudo
la aplicacidn de gran fuerza y al ser desprendido o pela-
do, a menudo el material semiconductor es propenso a dejar
un residuo importante de su masa firmemente adherido a la

otra superficie o al aislamiento. Como se sabe en la téc-
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nicsa, es necesario cuando se eampalman y tratan extremos
de cables que el waterial semiconductor se desprends lim-
piamente o se separe coumpletamente de la seccidn termi-
nal del extremo del cable sin ninglin deterioro o pérdida
de material en la superficie subyacente del aislamiento
y la seyaracién consiguiente de estas fases puede reque-
rir une cantidad apreciable de tieawpo de trabajo y cos-
tes adicionales cuando el amaterial semiconductor se sepa-
ra dificiluente por desprendimiento y/o su residuo se re-
tiene adherido firmemente a la superficie del aislamien-
to. Una solucidn a las dificultades de este aspecto de ta-
les congtruccionses de cable es el objeto de la patente de
EE.UU. n? 3.634.821,

Otras patentes recientes de EE.UU. dirigidas al
problema anterior comprenden las siguientes: la n® 3,643,004
se refiere a una construccidn de cable en donde la capa se-
miconductora se adhiere perc no se enlaza a la capa aig-~
lante; la n2 3,787.255 que ensefia los grupos sulfonatos
unidos & la superficie del aislamiento de poliolefina pa-
ra iwmpedir la ewmigracidn del agente de curado de la capa
semiconductora a travéds de la superficie de contacto al
aislamiento y cowo resultado de ello su firme interconexidn;
y la n? 3,793,476 que propons una composicidn semiconduc-~
tora que c¢comprende una mezcla nueva de caucho de etileno-pro-

pileno y polimeros que contisnen cloro que forma una unidén
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controlada al curar con el ai-lamiento subyacente de po-

1imero que contiene etileno,

RESUMEN DEL INVEKTO

Este invento comprende una combinacidén de ma-
teriales pollmeros orgénicos especificos acoplados a una
secuencia de curado con lo cual una mezcla elastdéuera,
que puede comprender un cuerpo de material semiconductor,
puede unirse adherentemente a una superficie de contacto
de un cuerpo de un copolimero de etileno ¥y propileno que
tiene un contenido de etileno de no més de aproximadamen—
te 50% en peso del copolimero, un material convencional
para aislamientos dieléetricos. ILos materiales y la secuen-
cia de curado de este invento broporciona una unidn sug-
tencialmente continua Y segura de sus superficies de con-
tacto que se extiende sobre su superficie de contacto co-
min y con lo cual se svitan efectivamente la existencia ge
espacios huecos intermedios, mientres que al mismo tiempo
ge proporciona una unidn en la superficie de contacto
entre las fases que se separan fécilmente con una fuerza
de despegue relativamente requefia con 1lo cual los compo-
nentes se desprenden uno del otro con superficies limpias
cada uno libre ge cualquier residuo del otro.

El invento incluye la combinacidn de un primer

3-4-75 - 6 - .
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cuerpo de un copolimero de etileno y propileno de partes

de en peso aproxiamadamente iguales de etileno y propileno
copolimerizados, unidos adherentemente a un segundo cuer-
po compuestc de una mezcla elastdumera de una parte menor

de cauchc de etileno-propilenc mezclada con una parte

wayor de polietileno clorosulfonado, en donde diche segun-
do cuerpo de mezcla elastéuera se encuentra en un estado

no curado y se aplice sl primer cuerpo del copolimero en

un estudo curado y dicho segundo cuerpo no curado de la mez-
cla elastéumera se cura mientras su superficie estéd en con-
tacto fisico con unea superficie del primer cuerpo curado

del copolimero.
Las composiciones y sus carzcteristicas de esta

combinacidn son adecuadas y ventajosas Unicamente para
empleo en la construccién de alambres y cables eldctricos
en la funcién de un complejo de un aislemiento de copoli-
mero 0 terpolimero de etileno-propileno con un material se-
wiconductor que se desprende fdcil y limpiamente superpues-
to sobre el aislamiento cuando el material polimero que
comprende la mezcle elastdmera se hace adecuadamente elec-
troconductor por carga apropisda con un agente o carga ti-
pico que imparte conductividad eléctrica tal como negro de
humo dispersado en su interior o algin otro material en
perticulas eldctricamente conductor tal cowo carburc de si-

licio, hierro, aluminio y simileres, en tales cantidades

~
‘-
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para proporcicnar asi el grado deseado de conductividad.

El invento proporciona materiales pol{meros que
pueden estar unidos en una relacién contigua con sus su-
perficies interfaciales unidas adherentemente entre si
para eliminar asi la presencia o cualguier existencia de
espacios huecos intermedios entre ellas, y que después
puedan separarse por aplicacidén de una pequefia fuerza de
despegue, separéndose limpiamente las superficies interfa~
ciales de los cuerpos y libres de cualguier material re-
gidual adherente.

El invento proporciona también conductores o
alambres eléctricos y un método de fabricarlos, con recu-
brimientos que incluyen una combinacidén de cuerpos de ma-
teriales polimeros orgénicos que comprenden una primersa
cape de aislamiento con una de sus superficies unida adhe-
renteménte a una superficie de una segunda capa que puede
ser de cualquier espesor adecuado hasta wenor de aproxima
damente 1 mm, y en donde la segunda capa de materisl po-
1{mero se desprende fécil y limpiamente de la primera ca-
pa del aislamiento con un peguefio esfuerzo de pelado de
preferiblemente aproximadamente 0,71 a 6,41 Kg de fuerza
de despegue por centimetro de anchure de le bandae de ma-
terial que deja la superficie separada de cada capa
intecta y limpia y libre de cualquier residuo.

Aun mds, el invento proporciona un alambre o ca-

27-3-15 - 8 -
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ble eléctrico y un método de fabricarlo, que tiene un re-
cubrimiento de wmulticapas alrededor de un conductor meté-
lico gue comprende una combinacién de wateriales polime-
ros curados que consisten en un gislamiento y un blinda-
je semiconductor suprayacente que estd libre de huecos
o espacios intermedios en la superficie de contacto de di-
chos materiales, y en donde el material que consiste en el
blindaje semiconductor comprende un vehiculo o watriz po-
1{mero para que el material de carga particular conductor
dispersado en 41 puede pelarse © desprenderse del aisla~-
miento subyacente con'poco esfuerzo o fuerza de despegue
y se separe o desprende limpiamente de la guperficie del
pislamiento dejéndola intacta y sin material adherente.
Todavia whs, el invento proporciona un médtodo de
unidr de materiales polfmeros en una relacidn contigua con
sus superficies interfaciales unidas adherentewmente de wo-
do que se elimine la presencia o existencia de espacios hue-
cog intersedios entre ellas y que después pueden separarse
por aplicacidn de una pequefia fuerza de despegue, gseparén-
dose limpiamente las superficies interfaciales de log

cuerpos y libres de cualquier material residual.

BREVE DESCRIPCIUN DE LES DIBUJOS

La Pigura 1 comprende una vista en perspectiva

27-3~75 - 9 -
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de una parte de un conductor aislado que tiene un blinda—
je seaiconductor sobre él y, la Figura 2 compremde una
vista en corte transversal del aislamiento y la capa se-
miconductora suprayacente alrededor de una parte del con-

ductor metdlico.

DESCRIPCION DE UNA REALIZACION PREFERIDA

Este invento se describe a continuacién en rela-
cidn con su campo principal de aplicacidn y utilidad, la
construccidn de alambre y cable eléctrico, aunque se con-
gsideran otras zonas,

El invento consiste especificamente en una com-
binacidn nueva de materiales polimeros dados, o cuerpos
combihados compuestos por ellos, unidos con una secuencia
de curado, y combinando tales materiales polimeros, para
unirlos juntos de forma adherente con caracteri{sticas inter-
faciales dnicas en sus superficies contiguas mutuas.

Los materiales polimeros del invento comprenden
para una fase, un cuerpo o unidad de un copolimero o ter-
polfmero de etileno y propilenc que tiene un contenido de
etileno no mayor de aproximadamenle 504 en peso del mate-
rial polimerizado, y preferiblemante copolimeros que com-
prenden partes aproximadamente iguales en pesc de etileno

y propileno, y para la otra [ase o unidad una mezcla elas-
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tédmera de aproximadamente 20 a aproximadamente 4C partes
en peso de un copolimero o terpolimero de etileno y pro-
pileno mezcladas con aproxinadawente 60 & aproximadamente
80 partes en peso de polietileno clorosulfonado. Por con-
siguiente para los fines de esta descripcién y las rei-
vindicaciones, la expresién copolimeros de etileno y pro-
pileno incluye terpolimeros que comprenden tales monéme-—
ros.,

Los terpolimeros de etileno-propileno adecuados
pars este invento incluyen cauchos comercialmente dispo-
nibles producidos por la copolimerizecién de etileno y pro-
pileno junto con proporciones menores de dienos tales co-
mo etilidien-norbonenc, diciclopentadieno o 1,4-hexadieno
o sus combinaciones. Los terpolimeros de etileno~-propi-
leno con dienos, como es bien conocidas en la técnica, dan
meyor amplitud en los sistewas de curado disponibles en
relacién con los copolimeros de solamente etileno y pro-
pileno, Espécificamente, los copolimeros requieren un me-
canismo de curado por readicales libres que es proporcio-
nado por un compuesto de peréxido, mientres que la fase
no saturada de los terpolimeros permite el curado con un
sistema de curado con acelerador de azufre convencional,
as! como con un sistema de radiciales libres a base perd-

xido.
Un aspecto esencial de este invento cowprende

~
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el curado, por wmedios convencionales tales como agentes
de curado; de la primera fase o cuerpo del copolimero de
etileno y propileno antes de la combinacidn o unidn fisi-
ca de las primera y segunda fases o cuerpos y el curado
por medios convencionales tales como agentes de curado, de
la segunda fase o cuerpo de la mezcla elastémera mientras
estéd en contacto fisico con la primera fase o cuerpo cura-
do previamente. Asi el curado y la secuencia contigua re-
querida para alcanzar las ventajas y beneficlos del inven-
to, comprende aplicar el cuerpo o masa de la mezcla elasté~
mers si bien en un estado no curado al cuerpo ¢ masgsa del
copolimerc de etileno y propilenc en un estado curado y
después curar el cuerpo o masa de la mezcla elastdmera
mientras una de sus superficies esté en contacto fisico
adyacente con una superficie del copolimero curado de eti-
lenc y propileno. Esta secuencia de curer y unir los coo-
ponentes polimeros respectivos es necesaria para evitar
la formacidn de una unidn y enlazamiento tenaces entre la
superficie de contacto de los componentes polimeros que
pueden separarse solamente con la aplicacién de fuerzas de
despegue muy altos y no se separan limpiamente con cada
unidad libre de residuo de la otra.

Los materiales polimeros orgénicos de cada fase
de la combinacién de este invento, tanto el copolimero de

etileno y propileno como la mezcla elustéwera, se curan ti-

27-3-75 - 12 -



10

15

20

25

picemente en un estado sustancialmente termoestable por
reticulacién con un radicel libre que forma peréxido de
acuerdo con précticas convencionales tal cowo se descri-
be en las patentes de EE,UU. n®°° 2,888.424 y 3.079.370,
y en la subsiguiente técnica anterior relevante. Sin embar-
go, pueden aplicarse otros sistewas o medios de curado co-
nocidos en la técnica o recomendados por los fabricaentes
o proveedores del polfmero, tal como el empleo de siste-
mas a base de azufre con terpolimeros que comprenden eti-
leno y propileno.

Para servicio en aplicaciones eléctricas tales
como un componente semiconductor en cable para servicio
en medio o alto voltaje, las mezclas elastémeras pueden
volverse fécilmente electroconductorass a cualquier grado
apropiado deseado por la carge o inclusidén en toda su mase
de une cantidad adecuada de un agente que imparte conduc-
tividad eldctirica tal cowo aproximadamente 15 e aproximada-
mente 75 partes de negro de humo o partlculas de metal en
peso de los ingredientes polimeros de acuerdo con las préc~
ticas convencionales., Cuando se vuelve adecuadamente elec-
troconductora con una cantidad adecuada de un material con-
ductor, dispersado en toda su wasa la wezcla elastlmera
puede cumplir las funciones sléctricas requeridas de un ma-~
terial sewmiconductor en cable eléctrico; y cuando se combi-

ne con un aislamiento de copoliamero de etileno-propilenc y

27-3~T75 - 13 -
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se cura de acuerdo con la secuencla de este invento, la
combinacién proporciona las propiedades interfaciales
Ynicas que eliminan eficazmente la existencia de espacios
huecos intermedios entre las superficies interfaciales del
aislamiento y el material sewiconductor ¥y tanbién permite
una separacién fécil y limpia del wmaterial semiconductor
del aislamiento.

Con referencia a los dibujos, se muestra en pers-—
pectiva en la Fi:ura 1, un cable tipico de capacidad de
voltaje medio a alto del tipo al que es especialmente apli-
cable y ventajoso este invento, y también se muestra una
parte pequefia de dicho cable con la capa de aislamiento y
gsemiconductora en corte longitudinal'alrededor del conduc-~
tor en la Figura 2. El producto de cable global 10, compren-
de principalmente un conductor metédlico 12, un primer cuer-
po relativamenfe grueso de aislamiento dieldectrico 14 que
rodea al conductor y recubriendo al aislamiento estd un se-
gundo cuerpo o capa de material semiconductor 16, Pueden
incluirse otros componentes en la estructura de cgble si-
guiendo disefios conocidos. Por ejemplo, miede disponerse
sobre el conductor papel o cinta de separacidno puede situar-
ge une capa semiconductora entre el conductor metélico 12
y el aislamiento primario 14, tal como se muestre en las
patentes de EE,UU., n? 3,259.688 y 3,684,821 antes mencio-

nadas y los medios de este invento lo aplican con sus ven-
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tajas esperadas, sieupre §y cuando gue el aislamiento gue-
de en contacto con el componente semiconductor como es
convencional en los cables de capacidad de voltaje medio

a glto. Al combinar y curar los componentes en la secuen-
cia esencial de este invento como se ha expuesto antes,

el aislamiento y el material semiconductor que recubre el
aislamiento llegun a estar unidos adherentemente uno con el
otro, produciendo una superficie de contacto unide 18 de
caracteri{sticas dnicas que elimina los huecos intermedios

¥y por aplicacidén de una pecuefla fuerza de despegue de sola-
mente algunos kilos, las superficies en la zona de contac-
to se separan limpiamente dejando cada superficie libre

de adherencias de la otra.

Lo siguiente comprende ejemplos especificos de
materiales polfmeros adecuados y preferidos para la apli-
cacidn de este invento en la construccién de cables de alto
voltaje que comprenden un cuerpo de aislamiento de copolf-
mero de etileno-propilenc unido a un cuerpo suprayacente
de materisl semiconductor de un vehfcule o matriz polime-

ro que coaprende una mezcla elastémera cargada con mate-

rial conductor en particulas.

COnPOSICION AISLANTE

La composicidn zislante del copolimero de etile~

-~
..~
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no-propileno de los ejemplos siguientes consta de los

ingredientes siguientes, en partes en peso:

Copolimero de etileno-propileno

{507 en peso de etileno) Vistalon

404, Exxon Chemical Co.

Antioxidante -Flectol H, monsanto,
politrimetildihidroquinoleina

Oxido de zinc

Diéxido de ploio

Homopolimero de polibutadieno -Ricon 150
Arcilla

Vaselina

Vinilsilano

Agente de curado de perdéxido de dicumilo

Di Cup 40 KE, Hercules

Partes sn peso

100,0

2,0
3,0
2,0
5,0

96,0
5,0
1,5

6,0

Estos ingredientes del aislamiento dieléectrico se

amasaron én un mezclador adecuado, un mezclador Banbury,

nasta dispersarse sustancialwents de forma homogénea. Sin

embargo, prosiguiendo las précticas convencionales, todos

los ingredientes excepto el agente de curado e base de pe-

rdxido se mezclaron primerawente manteniendo la teuperatura

de los ingredientes de la wmezcla inferior a aproximadaments
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2042C, Para evitar el curado previo se afiadid el agente

de curado & base de perdxido a los ingredientes mezclados
wientress estaban a una temperatura inferior a aproximade~
mente 932C. La composicidn estaba luego liste para confor-

marse & una forwa dada y curarse & un estado termoestable

por aplicacidén de calor.

CONPO3ICION SELICONDUCTORA

La composicién semiconductora de la mezcla slas-
témers de los Ejemplos siguientes constaba de los ingredien-
tes siguientes, incluyendo un negro de humo eléctricamen—

te conductor, en partes en peso:
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Polietilenc clorosulfonado
Hypalon 4035, duPont
Terpolimero de etileno-propilenoc
Nordel 1320, duPont
Negro de humo conductor
Valcan XC-72
Litargirio (90% en EPDI:)
Aceite nafténico
Aceite Circosol 4240
Cera hidrocarbonada cristalina
Sunoco Anti-Chek
Antioxidante-Agerite fesina D
R.T, Vanderbuilt
Dihidrotriwetilquinoleina polimerizads
Trimetacrilato de trimetilpropano
SR-350
Agente de curado a base de perdxido de
dicumilo

Di Cup R, Hercules

Partes en peso

65,0

35,0

45,0
20,0

17,0

2,0

0,5

2,0

2,5

Los ingredientes anteriores de la composicidn se-

miconductora se amasaron tawbién en un mezclador Bawbury

hasta dispersarse sustancialmente de forma howmogénea. Tam~

- bién de acuerdo con la préctica convencional, todos los

ingredisntes excepto el agente de curado a bass de perdxido
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se mezclaron primeramente wanteniendo la temperaturs
de los ingredientes de la mezcla por debajo de aproxi-
madamente 1212C, Para evitar el curado previo el agen-
te de curado a base de perbxido se afiadidé a los ingre-
dientes de la mezcla mientras estsban a una teuwperatu-
ra inferior a aproximadamente 932C, la mezcla elastdme-
ra amasada estaba entonces lista para conformarse a una
foruwa dada y curarse a un estado termoestable por activa-
cién del agente de curado con calor.

rkuestras de tanto las composiciones de aisla-
miento anteriores como lag semiconductoras fueron lami-
nadas en rodillos de laminacidén separados y aplicadas
como sigue. En el ejemplo I descrito en lo que sigue,
ejemplares de tiras de cada muestra laminzada de aisla-
miento no curada y material semiconductor no curado fue-
ron combinados superponiendo ejemwplares de una lémine de
muestra sobre la otra y curando ambas conjuntamente en
forma de un estratificado en contacto flsico adyacente
en una prensa a 154¢C durante 45 winutos. Después de
enfriar a la temperatura ambiente y acondicionar duran-
te al menos 16 horas a la temperatura ambiente, se ensa~
yaron en cuanto & su capacidad de desprendimisnto tiras
de 1,27 x 10,2 cm de lus muestras estratificudas curedas
siwulténeamente, Los resultados se dan a continuacidén.

Similarmente uuestras de tanto el mismo aicla-

v .o
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miento anterior como de las couposiciones semiconductoras

laminadas en rodillos de laminecidén separados fueron apli-

cadas como sigue de acuerdo con este invento para compara-
cidén. En el ejemplo II, los ejemplares de tira de la compo-
gicién de aislemiento laminada de copolimero de etileno-pro—
pileno fueron curados primeramente a 1762C durante 15 mi-
natos en un molde. Después de enfriar a temperatura ambien-
te y acondicionar durante al menos 16 horas a la tempera~-
tura ambiente, los ejemplares de tiras previamente curadas
de la composicidén de aislamiento fueron combinados con ejem-
plares laminados similares de la composicidn semiconducto-
ra no curada superponiendo un ejemplar laminado sobre otro
proporcionando un estratificado. La cowposicién semiconduc-
tora se curd despuds en forma de un estratificado mientras
se encontraba en contacto fisico adyacente con la couwpo-
sicidn de aislamiento previamente curada, a 154¢C durante

45 minutecs en una prensa,

Despuéds ds enfriar a temperatura ambiente, tiras
de 1,27 x 10,2 cm de los ejemplares curados de forma dis-
tinta del Ejemple II fueron ensayadas en cuanto a su capa-
cidad de desprendiumiento del mismo wodo y condicilones que

los ejemplares simultanedmente curados del Ejemplo I, Los

resultados coabinados fueron como sigue:
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Ejemplo I Ejemplo II

Los ejemplares no podfian Los ejemplares se despren
ser desprendidos ssepara-~ dfan con una fuersza de
damente, la tapa semicon despegue media de 1,04 ki
ductora estaba completa- los y se separaban limpig
mente unida al aislamien mente.

to.

En los siguientes ejemplos que ilustran los méri-
tos de este invento, las cowposiciones de aislamiento y se-
wiconductoras anteriores se combinaron bajo condiciones de
extrusidén reales que simulan la fabricacidn de un cable
eléctrico pera alto volfaje que tiene un conductor wetdli-
co recubierto con un cuerpo o capa de un alslamiento die-~
léctrico y un cuerpo o capa suprayacente Je material semi-
conductor, La construccién de cable consistia en un conduc-
tor de ndcleo metédlico provisto de torones N2 2 AWG (Ame~
rican Wire Gauge), recubierto con un espesor de 3,81 mm
del aislamiento y un espesor de 0,89 mm del sewiconductor
con un didmetro exterior total de aproximadamente 17,2 mm,
cada uno aplicado por extrusidén de un modo convencional.

En cada sjemplo, la cowposicidén de aislamiento
fue conformada continuamente sobre el conductor del ndcleo
mediante une primera operacidn de extrusidn y después ge

curd continuamente haciédndola pasar a una velocidad de 4,27

LIRS
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wetros por winuto a través de una cdmara de vapor de 23
wetros de longitud mantenida a una presidn de 18 kg/cm2
manométricos (2092C) durante un perfodo de permanencia
de aproximadamente cinco minutos.

Después de la conformacidn y curado continuos
de la composicién de aislamiento sobre el conductor del
ndcleo, se aplicd continuamente un recubrimiento supraya-
cente de la composicidn semiconductora en cada ejemplo me-
diente una segunda operacidén de extrusibén y a continuacidén
se curd continuamente haciéndola pasar a una velocidad de
4,5 metros por minuto a través de la cémara de vapor de
23 wetros de longitud wentenida a una presidn de aproximg~
damente 18 kg/cm? manométricos durante un perfodo de per-
manencia de aproximadamente cinco winutos.,

Los cuatro sjemplos preparados como se ha descri-
to de acuerdo con este invento se trataron y ensayaron en

cuanto a diversas propiedades ademds de su capacidad de

desprendimiento como se expone en la Table siguiente,
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Tratamiento de aislauwien-

to antes de la extrusidn

EJEKPLOS

del semiconductor I1% iv \'j Vi Requ
Aislamiento tratato en horno™* No o Si Sii;
Aceite 3Spica aplicado a la ; w?V

. HHX o
superficie de contacto Si No No 51

PROPIEDALLES
Resultados del sewsiconductor

exterior

Resistencia a la atraccidn,
kg/cm2

Alargamiento, §

Tratamiento en horno de aire

durante 7 dfas, 1219C

Resistencia a la traccidn, kg/cm2
Alzrgamiento, ¢

Conductividad

A temperatura anbiente - ohm-cum
A 902C ohm-cm

Capacidad de desprendiuiento

Kiles pare una tira de 1 cm de ancho

27=3~75

113,5 113 134 130 -
305 327 295 302,f

——~ 118 113,8 126..
—— 223 205 193~ 100

——~ 525 108 103;}'35005
— 243 70 55 - 900¢

1,69 2,05 1,91 2,01 ‘1,4
6,4



ig 5000 méximo
750000 méximo

525 108 103
243 70 - 55
2,05 1,91 2,01 1,4 - winimo
UY 6,4 - wéxiuo
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* IPCEA S-66-524 & ABIC 6-73

¥% ~ondiciones de tratamiento en horno - 51 horas a 115¢C

¥%¥% p.0ite de Spica aplicado a la superficie del aislamien-
to antes de la extrusién del semiconductor para impedir
el "taponamiento" de la boquilla.

Aunque el invento ha sido Qescrito con referen-
cia a ciertes realizaciones especificas del mismo son posi-
bles numerosas modificaciones y se desea cubrir todas las
modificaciones que caigan dentro del espiritu y alcance del
invento.

Esta solicitud que corresponde a la presentada
en 1los Estados Unidos de América, el 9 de kayo de 1974, ba~
jo el Ne 468,397, se acoge a los beneficios del articulo 51
del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial,

REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidén propia y nueva que ge pre-

gsentan para que seun objeto de esta golicitud de Patante de

27-3-75 - 24 - .
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29-11-76

Invencidén en Espafia, por VEINTE a&fios, son los que se reco
gen en las reivindicaciones siguientes:

12.- Un método de fabricar un conductor eléctri
co metdlico aislado que tiene un recubriniento que com-
prende materiales polfimeros que incluyen un complejo de
un cuerpo eléctricamente aislante de un copolimero cura-
do de etileno y propileno que tiense un contenido de eti-
leno de no més de aproximadamente 50% en peso ccn una su
perficie unida adherentemente a una superficie de contag
to de un cuerpo semiconductor suprayacente fécil y limpia
ménte desprendible que comprende una mezcla elastémera
de una cantidad secundaria de tin copolimero de etlleno
§ propileno mezclada con una cantidad principal de polie
tileno cioro§ﬁ1fonado, comprendiendo dicho métode rormar
plrededor de un conductor metdlico un cuerpo de sisla-
miento gue comprende un copolimero curable de etileno
en wna cantidad de no méds de aproximadamente 50%.en pe-
gso del copolimero ¥y propileno, y curar dicho cuafpo de
aislamiento, aplicar un cuerpo de una mezocle elastémera
curable semiconductora de una cantidad secundaria de un
copolimero de etileno y propileno mezclada con une can-
tidad principal de polietileno clorosulfonado en contac
to fisico adyacente sobre dicho cuerpo curado de aisla-
miento, y mientras dichos cuerpos de aislamiento curado

¥y mezela de elastdémeros semiconductora curable se éncuen

- 25 -
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tran en contacto fisico adyacente, curar la megcla elas
témera semiconductora.

08, Un método segin la reivindicacidén 12, en
el que dicha mezcla elastdmera semiconductora comprende
aproximadamente 20 a aproXximadamente 40 partes en peso
de copolfmero de etileno y propileno megcladas con apro
ximadamente 60 a 80 partes en peso de polietileno clorg
sulfonado. '

38.- Un método segin la reivindicacidn 12, en
el gue dicho material polimero del cuerpo de aislanien~
to de un copolimero de etileno y propilenoc comprenda par
tes aproximademente igunles en peso de etileno y propile
no copolimerizados, y dicha mezclea glastémera semiconduc
tora comprende aproximadamente 35 paries en peso de co~
polfmero de etileno y propileno mezcladas con aproyxima-
damente 65 partes en peso de polietileno alorosulfonados

' 48,- Un método de fabricar un conductor elde-
trico metdlico aislado.

Tal y como ge he descrito en la Memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acompailan

y con los fines que se han egpecificado.

- 26 -
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MPB.-

Egta Memoria consta de veintisiete ho jas

tas a miquina por una sola cara.
Madrid, 0151875
P' A.

Oswar de Elzaburs
Por,

- 27 -
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